Silicio e Germanio: Intrinseco, Tipo N e Tipo P

Condutividade
Concentragdes, Nivel de Fermi, Condutividade e Resisténcia, Temperatura e Dopagem

=103 m? -3 -3 -3 1l
300K L/A=10" m ni (M) No (M) Po (M) |sW m) | r(Wm R (W) Er (eV)
Intrinseco 6,7E+15 6,7E+15 6,7E+15 2,0E-04 5,1E+03 5,1E+06 0,570
Tipo N
o o 6,7E+15 1,0E+21 | 4,5E+10 21,60 0,046 46,30 0,878
Silicio Ng=1E+21 m
Tipo P
-3 6,7E+15 4,5E+10 1,0E+21 7,68 0,130 130,21 0,262
N,=1E+21 m
Intrinseco 5,9E+19 5,9E+19 5,9E+19 5,50 0,182 181,86 0,335
Tipo N
AL 'po _3 5,9E+19 1,0E+21 3,5E+18 62,72 0,016 15,94 0,408
Germanio| Ng=1E+21 m
Tipo P
3 5,9E+19 3,5E+18 1,0E+21 30,72 0,033 32,55 0,262
N,=1E+21 m
—1A3 1 _3 -3 -3 1 41
400K | L/A=10"m ni (M) o (M) Ppo(M?) |sW m) | r(Wm R (W) Er (eV)
Intrinseco 2,6E+18 2,6E+18 2,6E+18 7,5E-02 13,389 1,3E+04 0,570
Tipo N
Silicio Ng=1E+21 m3 2,6E+18 1,0E+21 6,5E+15 21,60 0,046 46,30 0,776
Tipo P
N,=1E+21 m—3 2,6E+18 6,5E+15 1,0E+21 7,68 0,130 130,21 0,364
Intrinseco 2,3E+21 2,3E+21 2,3E+21 215,86 0,005 4,63 0,335
Tipo N
Germénio | Ng=1E+21 m—3 2,3E+21 2,9E+21 1,9E+21 236,79 0,004 4,22 0,342
Tipo P
Na=1E+21 m™3 2,3E+21 1,9E+21 2,9E+21 204,79 0,005 4,88 0,328

Constantes utilizadas:

Silicio
Germanio

Es=1,14 eV, m=0,135 nV's™, m=0,048 m*V's™
E,=0,67 eV, m;=0,39 n?V's? m=0,19 m*v's™
Constante de Boltzmann: K=8,62 E-5 eVK ™




